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요약

흡수율이 1.5 체적% 이하, 포화 흡습율이 1.0 체적% 이하, 잔존 휘발분이 3.0 중량% 이하, 또는 250℃에 있어서의 탄
성율이 10 ㎫ 이하의 필름형 유기 다이본딩재를 통해, 반도체 소자를 리드 프레임에 접착한다. 이에 따라, 반도체 장치 
실장시, 땜납 리플로우에 있어서 리플로우 크랙의 발생을 회피할 수 있다.

대표도
도 1

색인어
유기 다이본딩재, 탄성율, 필 강도, 보이드 체적율, 잔존 휘발분, 수지 밀봉 부재

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은, 본 발명의 반도체 장치의 제조 공정의 일례를 도시하는 단면도.

도 2는, 푸시풀 게이지를 이용하여 필 강도를 측정하는 방법을 설명하는 정면도.

도 3은, 다이패드부를 갖는 리드 프레임의 일례의 평면도.

〈도면의 주요부분에 대한 부호의 설명〉

1 : 필름형 유기 다이본딩재

4 : 압착자

6 : 다이패드부

7 : 열반

9 : 밀봉 수지

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 소자를 다이본딩재를 이용하여 리드 프레임 등의 지지 부재에 접착하고, 수지 밀봉한 반도체 장치 및 
반도체 장치의 제조법에 관한 것이다.
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종래, 반도체 소자를 리드 프레임에 접착시키는 방법으로서는, 리드 프레임상에 다이본딩 재료를 공급하여 반도체 소자
를 접착하는 방법이 이용되어 왔다.

이들 재료로서는, 예를 들면 Au-Si 공정(共晶), 땜납, 수지 페이스트등이 알려져 있다. 이 중에서, Au-Si 공정은 고
가이고 탄성율이 높으며 또한 접착 부분을 여기시킬 필요가 있다고 하는 문제가 있다. 땜납은 융점 온도 이상의 온도에 
견딜 수 없고 탄성율이 높다고 하는 문제가 있다.

수지 페이스트로서는 은페이스트가 가장 일반적이고, 은페이스트는 다른 재료와 비교하여 가장 염가이며 내열 신뢰성이 
높고 탄성율도 낮으므로, IC, LSI의 리드 프레임의 접착 재료로서 가장 많이 사용되고 있다.

전자 기기의 소형·박형화에 따른 고밀도 실장의 요구가 최근 급격히 증가하고 있으며, 반도체 패키지는 종래의 핀 삽
입형 대신 고밀도 실장에 알맞은 표면 실장형이 주류가 되어 왔다.

이 표면 실장형 패키지는, 리드를 프린트 기판 등에 직접 납땜하기 때문에, 적외선 리플로우나 베이퍼-페이즈 리플로우, 
땜납 디프 등에 의해 패키지 전체를 가열하여 실장된다.

이 때, 패키지 전체가 210∼260℃의 고온에 노출되기 때문에, 패키지 내부에 수분이 존재하면 수분의 폭발적인 기화에 
의해, 패키지 크랙(이하, 리플로우 크랙이라고 함)이 발생한다.

이 리플로우 크랙은, 반도체 패키지의 신뢰성을 현저히 저하시키기 때문에, 심각한 문제·기술 과제로 되어 있다.

다이본딩재에 기인하는 리플로우 크랙의 발생 메카니즘은, 다음과 같다. 반도체 패키지는, 보관되어 있는 동안에 (1) 
다이본딩재가 수분을 흡수하고, (2) 이 수분이 리플로우 납땜의 실장시에 가열에 의해 수증기화되고, (3) 이 증기압에 
의해 다이본딩층의 파괴나 박리가 발생하고, (4) 리플로우 크랙이 발생한다.

밀봉재의 내 리플로우 크랙성이 향상되고 있는 가운데, 다이본딩재에 기인하는 리플로우 크랙은 특히 박형 패키지에 있
어서 중대한 문제로 되었고, 내 리플로우 크랙성의 개량이 강하게 요구되고 있다.

종래 가장 일반적으로 사용되고 있는 은페이스트는, 칩의 대형화에 따라 은페이스트를 도포부 전면에 균일하게 도포하
는 것이 곤란해졌다는 것, 페이스트형이기 때문에 접착층에 보이드가 발생하기 쉽다는 것 등에 의해 리플로우 크랙이 
발생하기 쉽다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 필름형 유기 다이본딩재를 사용하고, 리플로우 크랙이 발생하지 않으며, 신뢰성이 우수한 반도체 장치 및 그 
제조법을 제공하는 것이다.

    
본 발명에서는, 필름형 유기 다이본딩재를 이용한다. 이것은 예를 들면 에폭시 수지, 실리콘 수지, 아크릴 수지, 폴리이
미드 수지 등의 유기 재료를 주체로 한(유기 재료에 금속 필러, 무기질 필러를 첨가한 것도 포함함) 필름형의 것으로서, 
리드 프레임 등의 지지 부재상에 필름형 유기 다이본딩재를 가열한 상태에서 압착시키고, 필름형 유기 다이본딩재에 반
도체 소자를 중첩하여 가열 압착시키는 것이다. 즉 수지 페이스트를 필름화함으로써 접착 부분에 균일하게 다이본딩 재
료를 붙이고자 하는 것이다.
    

    발명의 구성 및 작용

도 1은 본 발명의 반도체 장치의 제조 공정의 일례를 도시하는 것이다.

필름형 유기 다이본딩재(1)는 롤로부터 커터(2)로 소정의 크기로 절단된다[도 1(a)].
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필름형 유기 다이본딩재(1)는 열반(熱盤)(7)상에서 리드 프레임(5)의 다이패드부(6)에 압착자(4)에 의해 압착된다
[도 1(b)]. 압착 조건은, 온도 100∼250℃, 시간 0.1∼20초, 압력 4∼200gf/㎟이 바람직하다.

다이패드부(6)에 부착된 필름형 유기 다이본딩재(1)에 반도체 소자(8)를 탑재하여 가열 압착(다이본드)한다[도 1(c)
]. 다이본드의 조건은, 온도 100∼350℃, 시간 0.1∼20초, 압력 0.1∼30gf/㎟이 바람직하고, 온도 150∼250℃, 시간 
0.1초 이상 2초 미만, 압력 0.1∼4gf/㎟이 보다 바람직하며, 온도 150∼250℃, 시간 0.1초 이상 1.5초 이하, 압력 0.
3∼2gf/㎟이 가장 바람직하다.

그 후 와이어본드 공정[도 1(d)]을 거쳐, 반도체 소자의 수지 밀봉 공정[도 1(e)]을 거쳐, 반도체 장치를 제조한다. 도
면 부호 9는 밀봉 수지이다.

예를 들면, 본 발명의 필름형 유기 다이본딩재는, 폴리이미드, 에폭시 수지 등의 유기 재료, 필요에 따라 금속 필러 등의 
첨가물 등의 재료를 유기 용매에 용해·분산시켜 도공용 니스로 하고, 이 도공용 니스를 이축 연장 폴리 프로필렌 필름 
등의 캐리어 필름에 도공하고 용제를 휘발시켜 캐리어 필름으로부터 박리하여 제조한다. 이와 같이 하면, 자기 지지성
(自己 支持性)이 있는 필름을 얻을 수 있다.

본 발명은, 반도체 장치의 리플로우 크랙의 발생과 필름형 유기 다이본딩재의 물성·특성 사이에 상관 관계가 있는 것
을 발견하고, 리플로우 크랙의 발생과 필름형 유기 다이본딩재의 특성의 관계를 상세히 검토한 결과 이루어진 것이다.

본원의 제1 발명은, 반도체 소자를 지지 부재에 다이본딩재에 의해 접착하고, 반도체 소자를 수지 밀봉한 반도체 장치
에서, 다이본딩 재에 흡수율이 1.5 vol% 이하의 필름형 유기 다이본딩재를 사용한 것을 특징으로 하는 반도체 장치 및 
그 제조법이다.

본원의 제2 발명은, 반도체 소자를 지지 부재에 다이본딩재에 의해 접착하고, 반도체 소자를 수지 밀봉한 반도체 장치
에서, 다이본딩재에 포화 흡습율이 1.0 vol% 이하의 필름형 유기 다이본딩재를 사용한 것을 특징으로 하는 반도체 장
치 및 그 제조법이다.

본원의 제3 발명은, 반도체 소자를 지지 부재에 다이본딩재에 의해 접착하고, 반도체 소자를 수지 밀봉한 반도체 장치
에서, 다이본딩재에 잔존 휘발분이 3.0 wt% 이하의 필름형 유기 다이본딩재를 사용한 것을 특징으로 하는 반도체 장치 
및 그 제조법이다.

본원의 제4 발명은, 반도체 소자를 지지 부재에 다이본딩재에 의해 접착하고, 반도체 소자를 수지 밀봉한 반도체 장치
에서, 다이본딩재에 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의 필름형 유기 다이본딩재를 사용한 것을 특징으로 하는 반도체 
장치 및 그 제조법이다.

본원의 제5 발명은, 반도체 소자를 지지 부재에 다이본딩재에 의해 접착하고, 반도체 소자를 수지 밀봉한 반도체 장치
에서, 다이본딩재에 반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 단계에서 다이본딩재내 및 다이본딩재와 지지 부재의 계면
에 존재하는 보이드가 보이드 체적율 10% 이하인 필름형 유기 다이본딩재를 사용한 것을 특징으로 하는 반도체 장치 
및 그 제조법이다.

본원의 제6 발명은, 반도체 소자를 지지 부재에 다이본딩재에 의해 접착하고, 반도체 소자를 수지 밀봉한 반도체 장치
에서, 다이본딩재로서 반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 단계에서의 필 강도가 0.5 kgf/5 mm×5 ㎜ 칩 이상의 
필름형 유기 다이본딩재를 사용한 것을 특징으로 하는 반도체 장치 및 그 제조법이다.

본원의 제7 발명은, 반도체 소자를 지지 부재에 다이본딩재에 의해 접착하고, 반도체 소자를 수지 밀봉한 반도체 장치
에서, 다이본딩재에 반도체 소자의 면적과 동등이하의 면적을 갖고 반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 단계에서 반
도체 소자의 영역으로부터 다이본딩재가 밀려나오지 않는, 즉 반도체 소자와 지지 부재 사이에서 밀려나오지 않는, 필
름형의 유기 다이본딩재를 사용한 것을 특징으로 하는 반도체 장치 및 그 제조법이다.
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이들 발명에서, 지지 부재에 필름형 유기 다이본딩재를 접착시키는 단계에서, 흡수율이 1.5 vol% 이하의 필름형 유기 
다이본딩재, 포화 흡습율이 1.0 vol% 이하의 필름형 유기 다이본딩재, 잔존 휘발분이 3.0 wt% 이하의 필름형 유기 다
이본딩재, 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의 필름형 유기 다이본딩재가 각각 사용된다.

    
제1 발명에서 사용되는 흡수율이 1.5 vol% 이하의 필름형 유기 다이본딩재, 제2 발명에서 사용되는 포화 흡습율이 1.
0 vol% 이하의 필름형 유기 다이본딩재, 제4 발명에서 사용되는 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의 필름형 유기 다
이본딩재 및 제6 발명에서 사용되는 반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 단계에서의 필 강도가 0.5kgf/5mm×5㎜ 
칩 이상의 필름형 유기 다이본딩재는, 필름형 유기 다이본딩의 조성, 예를 들면 폴리이미드 등의 폴리머의 구조나 은 등
의 필러 함량을 조정함으로써 제조할 수 있다.
    

또한, 제3 발명에서 사용되는 잔존 휘발분이 3.0 wt% 이하의 필름형 유기 다이본딩재 및 제5 발명에서 사용되는 반도
체 소자를 지지 부재에 접착시키는 단계에서 다이본딩재내 및 다이본딩재와 지지 부재의 계면에 존재하는 보이드가 보
이드 체적율 10% 이하인 필름형 유기 다이본딩재는, 필름형 유기 다이본딩의 제조 조건, 예를 들면 건조 온도, 건조 시
간 등을 조정함으로써 제조할 수 있다.

반도체 소자로서는 IC, LSI, VLSI 등의 일반적인 반도체 소자가 사용된다. 본 발명은 반도체 소자의 크기가, 세로 5㎜ 
가로 5㎜ 이상의 것에 특히 적합하게 사용된다. 지지 부재로서는, 다이패드부를 갖는 리드 프레임, 세라믹 배선판, 유리
-폴리이미드 배선판 등의 배선 기판 등이 사용된다. 도 3에 다이패드부를 갖는 리드 프레임의 일예의 평면도를 도시한
다. 도 3에 도시한 리드 프레임(40)은, 다이패드부(41)를 갖는다.

필름형 유기 다이본딩재는, 단일층인 것뿐만 아니라 다층 구조의 것도 사용된다.

본 발명에서는, 필름형 유기 다이본딩재는 상기한 물성·특성의 2이상을 겸비할 수 있다.

겸비하는 것이 바람직한 물성·특성으로서는, 예를 들면

(1) 포화 흡습율이 1.0 vol% 이하 또한 잔존 휘발분이 3.0 wt% 이하의 필름형 유기 다이본딩재,

(2) 포화 흡습율이 l.0vol% 이하 또한 반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 단계에서의 필 강도가 0.5 kgf/5mm×
5㎜ 칩 이상의 필름형 유기 다이본딩재,

(3) 잔존 휘발분이 3.0 wt% 이하, 또한 반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 단계에서의 필 강도가 0.5kgf/5mm×
5㎜ 칩 이상의 필름형 유기 다이본딩재,

(4) 포화 흡습율이 1.0 vol% 이하, 잔존 휘발분이 3.0 wt% 이하 또한 반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 단계에
서의 필 강도가 0.5kgf/5mm×5㎜ 칩 이상의 필름형 유기 다이본딩재이다.

본 발명에서는, 필름형 유기 다이본딩재의 상기한 물성·특성은 사용 목적에 따라, 임의의 조합을 취할 수 있다.

또한, (1)∼(4)의 필름형 유기 다이본딩재 또는 상기한 물성·특성을 임의로 조합시킨 필름형 유기 다이본딩재를, 반
도체 소자의 면적과 동등 이하의 면적을 갖고 반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 단계에서 반도체 소자의 크기로부
터 밀려나오지 않는 필름형 유기 다이본딩재로서 사용하는 것이 바람직하다.

본 발명의 반도체 장치는, 반도체 장치 실장의 땜납 리플로우시에 리플로우 크랙의 발생을 회피할 수 있어 신뢰성이 우
수하다.

본 발명의 필름형 유기 다이본딩재의 유기 재료로서 폴리이미드 수지가 바람직하다.
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폴리이미드 수지의 원료로서 이용되는 테트라카르복실산이무수물로서는, 1, 2-(에틸렌) 비스(트리멜리테이트무수물), 
1, 3-(트리메틸렌) 비스(트리멜리테이트무수물), 1, 4-(테트라메틸렌) 비스(트리멜리테이트무수물), 1, 5-(펜타메
틸렌)비스(트리멜리테이트무수물), 1, 6-(헥사메틸렌)비스(트리멜리테이트무수물), 1, 7-(헵타메틸렌)비스(트리멜
리테이트무수물), 1, 8-(옥타메틸렌)비스(트리멜리테이트 무수물), 1, 9-(노나메틸렌)비스(트리멜리테이트무수물), 
1, 10-(데카메틸렌)비스(트리멜리테이트무수물), 1, 12-(도데카메틸렌)비스(트리멜리테이트무수물), 1, 16-(헥사
데카메틸렌)비스(트리멜리테이트무수물), 1, 18-(옥타데카메틸렌)비스(트리멜리테이트무수물), 피로멜리트산이무수
물, 3, 3', 4, 4'-디페닐테트라카르복실산이무수물, 2, 2', 3, 3'-디페닐테트라카르복실산이무수물, 2, 2-비스(3, 4-
디카르복시페닐) 프로판이무수물, 2, 2-비스(2, 3-디카르복시페닐) 프로판이무수물, 1, 1-비스(2, 3-디카르복시페
닐) 에탄이무수물, 1, 1-비스(3, 4-디카르복시페닐)에탄이무수물, 비스(2, 3-디카르복시페닐) 메탄이무수물, 비스
(3, 4-디카르복시페닐) 메탄이무수물, 비스(3,4-디카르복시페닐) 술폰이무수물, 3, 4, 9, 10-페릴렌테트라카르복실
산이무수물, 비스(3, 4-디카르복시페닐) 에테르이무수물, 벤젠 1, 2, 3, 4-테트라카르복실산이무수물, 3, 4, 3', 4'-
벤조페논테트라카르복실산이무수물, 2, 3, 2＇, 3-벤조페논테트라카르복실산이무수물, 2, 3, 3', 4'-벤조페논테트라
카르복실산이무수물, 1, 2, 5, 6-나프탈렌테트라카르복실산이무수물, 2, 3, 6, 7-나프탈렌-테트라카르복실산이무수
물, 1, 2, 4, 5-나프탈렌-테트라카르복실산이무수물, 1, 4, 5, 8-나프탈렌-테트라카르복실산이무수물, 2, 6-디클로
로나프탈렌-1, 4, 5, 8-테트라카르복실산이무수물, 2, 7-디클로로나프탈렌-1, 4, 5, 8-테트라카르복실산이무수물, 
2, 3, 6, 7-테트라클로로나프탈렌-1, 4, 5, 8-테트라카르복실산이무수물, 페난트렌 1, 8, 9, 10-테트라카르복실산
이무수물, 피롤리딘 2, 3, 5, 6-테트라카르복실산이무수물, 티오펜 2, 3, 4, 5-테트라카르복실산이무수물, 2, 3, 3', 
4'-비페닐테트라카르복실산이무수물, 3, 4, 3', 4'-비페닐테트라카르복실산이무수물, 2, 3, 2', 3'-비페닐테트라카르
복실산이무수물, 비스(3, 4-디카르복시페닐) 디메틸실란이무수물, 비스(3, 4-디카르복시페닐) 메틸페닐실란이무수
물, 비스(3, 4-디카르복시페닐) 디페닐실란이무수물, 1, 4-비스(3, 4-디카르복시페닐디메틸실릴) 벤젠이무수물, 1, 
3-비스(3, 4-디카르복시페닐)-1, 1, 3, 3-테트라메틸디시클로헥산이무수물, p-페닐렌비스(트리멜리테이트무수물), 
에틸렌테트라카르복실산 이무수물, l, 2, 3, 4-부탄테트라카르복실산이무수물, 데카히드로나프탈렌-l, 4, 5, 8-테트
라카르복실산이무수물, 4, 8-디메틸-l, 2, 3, 5, 6, 7-헥사히드로나프탈렌-l, 2, 5, 6-테트라카르복실산이무수물, 
시클로펜탄-l, 2, 3, 4-테트라카르복실산이무수물, 피롤리딘 2, 3, 4, 5-테트라카르복실산이무수물, 1, 2, 3, 4-시
클로부탄테트라카르복실산이무수물, 비스(엑소비시클로[2, 2, 1] 헵탄 2, 3-디카르복실산이무수물)술폰, 비시클로(
2, 2, 2)-옥트-7-엔- 2, 3, 5, 6-테트라카르복실산이무수물, 2, 2-비스(3, 4-디카르복시페닐) 헥사플루오로프로
판이무수물, 2, 2-비스[4-(3, 4-디카르복시페녹시) 페닐] 헥사플루오로프로판이무수물, 4, 4'-비스(3, 4-디카르
복시페녹시)디페닐술피드이무수물, l, 4-비스(2-하이드록시헥사플루오로이소프로필)벤젠비스(트리멜리트산무수물), 
l, 3-비스(2-히드록시헥사플루오로이소프로필)벤젠비스(트리멜리트산무수물), 5-(2, 5-디옥소테트라히드로푸릴)
-3-메틸-3-시클로헥센-1, 2-디카르복실산이무수물, 테트라히드로푸란-2, 3, 4, 5-테트라카르복실산이무수물등
이 있고, 2종류 이상을 혼합하여 이용해도 좋다.
    

    
또한 폴리이미드수지의 원료로서 이용되는 디아민으로는, o-페닐렌디아민, m-페닐렌디아민, p-페닐렌디아민, 3, 3'
-디아미노디페닐에테르, 3, 4'-디아미노디페닐에테르, 4, 4'-디아미노디페닐에테르, 3, 3'-디아미노디페닐메탄, 3, 
4'-디아미노디페닐메탄, 4, 4'-디아미노디페닐메탄, 비스(4-아미노-3, 5-디메틸페닐)메탄, 비스(4-아미노-3, 5
-디이소프로필페닐)메탄, 3, 3'-디아미노디페닐디플루오로메탄, 3, 4'-디아미노디페닐디플루오로메탄, 4, 4'-디아미
노디페닐디플루오로메탄, 3, 3'-디아미노디페닐술폰, 3, 4'-디아미노디페닐술폰, 4, 4'-디아미노디페닐술폰, 3, 3'-
디아미노디페닐술피드, 3, 4'-디아미노디페닐술피드, 4, 4'-디아미노디페닐술피드, 3, 3'-디아미노디페닐케톤, 3, 4'
-디아미노디페닐케톤, 4, 4'-디아미노디페닐케톤, 2, 2-비스(3-아미노페닐)프로판, 2, 2'-(3, 4'-디아미노디페닐)
프로판, 2, 2-비스(4-아미노페닐)프로판, 2, 2-비스(3-아미노페닐) 헥사플루오로프로판, 2, 2-(3, 4'-디아미노디
페닐) 헥사플루오로프로판, 2, 2-비스(4-아미노페닐) 헥사플루오로프로판, l, 3-비스(3-아미노페녹시) 벤젠, l, 4
-비스(3-아미노페녹시)벤젠, l, 4-비스(4-아미노페녹시)벤젠, 3, 3'–(l, 4-페닐렌비스(l-메틸에틸리덴))비스아
닐린, 3, 4'–(1, 4-페닐렌비스(1-메틸에틸리덴))비스아닐린, 4, 4'–(1, 4-페닐렌비스(1-메틸에틸리덴)) 비스아
닐린, 2, 2-비스(4-(3-아미노페녹시)페닐)프로판, 2, 2-비스(4-(4-아미노페녹시)페닐)프로판, 2, 2-비스(4-(
3-아미노페녹시) 페닐) 헥사플루오로프로판, 2, 2-비스(4-(4-아미노페녹시) 페닐) 헥사플루오로프로판, 비스(4-
(3-아미노페녹시) 페닐)술피드, 비스(4-(4-아미노페녹시) 페닐)술피드, 비스(4-(3-아미노페녹시) 페닐)술폰, 비
스(4-(4-아미노페녹시) 페닐) 술폰등의 방향족 디아민이나, 1, 2-디아미노에탄, 1, 3-디아미노프로판, 1, 4-디아
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미노부탄, 1, 5-디아미노펜탄, 1, 6-디아미노헥산, 1, 7-디아미노헵탄, 1, 8-디아미노옥탄, 1, 9-디아미노노난, 1, 
10-디아미노데칸, 1, 11-디아미노운데칸, 1, 12-디아미노도데칸등의 지방족 디아민등이 있고, 2종류 이상을 혼합하
여 이용해도 좋다.
    

테트라카르복실산이무수물과 디아민을 공지한 방법으로 축합 반응시켜 폴리이미드를 얻을 수 있다. 즉, 유기 용매내에
서 테트라카르복실산이무수물과 디아민을 동일한 몰 또는 거의 동일한 몰로 이용하고(각 성분의 첨가 순서는 임의), 반
응 온도 80℃이하, 바람직하게는 0∼50℃에서 반응시킨다. 반응이 진행함에 따라 반응액의 점도가 서서히 상승하고, 
폴리이미드의 전구체인 폴리아미드산이 생성된다.

폴리이미드는, 상기 반응물(폴리아미드산)을 탈수 폐환(脫水 閉環)시켜 얻을 수 있다. 탈수 폐환은 120℃∼250℃에서 
열처리하는 방법이나 화학적 방법을 이용하여 행할 수 있다.

본 발명의 필름형 유기 다이본딩재의 유기 재료로서, 글리시딜에테르형, 글리시딜아민형, 글리시딜에스테르형, 지환형
의 에폭시 수지가 사용된다.

상기한 바와 같이 본 발명의 반도체 장치의 제조법에서는, 다이본드의 조건은 온도 100∼350℃, 시간 0.1∼20초, 압력 
0.1∼30gf/㎟가 바람직하고, 온도 150∼250℃, 시간 0.1초 이상 2초 미만, 압력 0.1∼4gf/㎟이 보다 바람직하며, 온
도 150∼250℃, 시간 0.1초 이상 1.5초 이하, 압력 0.3∼2gf/㎟이 가장 바람직하다.

필름형 유기 다이본딩재의 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의 필름을 사용하면, 온도 150∼250℃, 시간 0.1초 이상 
2초 미만, 압력 0.1∼4gf/㎟의 조건에서 다이본딩을 행하여, 충분한 필 강도(예를 들면, 0.5kgf/5mm×5㎜ 칩 이상의 
강도)를 얻을 수 있다.

〈실시예〉

    
이하에, 본 발명의 실시예를 설명하지만 본 발명은 이들 실시예에 한정되는 것이 아니다. 이하의 실시예에서 이용되는 
폴리이미드는, 동일한 몰의 산무수물과 디아민을 용매내에서 혼합하여 가열함으로써 중합시켜 얻을 수 있다. 이하의 각 
실시예에서, 폴리이미드 A는, 1, 2-(에틸렌) 비스(트리멜리테이트무수물)와 비스(4-아미노-3, 5-디메틸페닐) 메탄
으로부터 합성되는 폴리이미드이고, 폴리이미드 B는, 1, 2-(에틸렌)비스(트리멜리테이트무수물)과 4, 4'-디아미노디
페닐에테르로부터 합성되는 폴리이미드이고, 폴리이미드 C는, 1, 2-(에틸렌)비스(트리멜리테이트무수물)과 비스(4-
아미노-3, 5-디이소프로필페닐) 메탄으로부터 합성되는 폴리이미드이고, 폴리이미드 D는, 1, 2-(에틸렌)비스(트리
멜리테이트무수물)과 2, 2-비스[4-(4-아미노페녹시) 페닐] 프로판으로부터 합성되는 폴리이미드이고, 폴리이미드 
E는, 1, 2-(에틸렌)비스(트리멜리테이트무수물) 및 1, 10-(데카메틸렌) 비스(트리멜리테이트무수물)의 등몰 혼합물
과 2, 2-비스[4-(4-아미노페녹시) 페닐]프로판으로 합성되는 폴리이미드이고, 폴리이미드 F는, 1, 10-(데카메틸렌)
비스(트리멜리테이트무수물)과 2, 2-비스[4-(4-아미노페녹시) 페닐] 프로판으로 합성되는 폴리이미드이다.
    

< 실시예1

표 1에 도시하는 폴리이미드 100g 및 에폭시 수지 10g에, 유기 용매 280g을 더해 용해시킨다. 여기에, 은분말을 소정
량 더해 잘 섞고, 균일하게 분산시켜, 도공용 니스로 한다.

이 도공 니스를 캐리어 필름(OPP 필름: 이축 연장 폴리 프로필렌)상에 도공하고, 열풍 순환식 건조기안에서 가열하여, 
용매를 휘발 건조시켜 표 1에 도시한 조성, 흡수율의 필름형 유기 다이본딩재를 제조하였다.

리드 프레임의 터브 위에, 표 1의 필름형 유기 다이본딩재를 160℃에서 가열하여 접착시키고, 필름형 유기 다이본딩재
를 접착한 리드 프레임에, 온도 300℃, 압력 12.5 gf/㎟, 시간 5초로, 반도체 소자를 장착하여, 와이어 본딩을 행하고, 
밀봉재(일본 히다찌 화성 공업 주식회사제, 상품명 CEL-9000)로 몰드하여, 반도체 장치를 제조하였다[QFP (Quad 
Flat Package) 패키지 14mm×20mm×1.4㎜, 칩 사이즈 8×10㎜, 42 얼로이 리드 프레임].
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밀봉 후의 반도체 장치를 85℃, 85% RH의 항온 항습기속에서 168시간 처리한 후, IR 리플로우로(爐)에서 240℃로 
10초간 가열한다.

그 후, 반도체 장치를 폴리에스테르 수지로 주형하고, 다이아몬드 커터로 절단한 단면을 현미경으로 관찰하여, 다음식
에 의해 리플로우 크랙 발생율(%)을 측정하여, 내 리플로우 크랙성을 평가하였다.

(리플로우 크랙의 발생수/시험수)×100 = 리플로우 크랙 발생율(%)

평가 결과를 표 1에 나타낸다.

[표 1]
no. 필름의 조성 흡수율(%) 리플로우 크랙 발

생율(%)플리이미드 Ag 함량(wt%)
1234567
8910

폴리이미드 A폴리이미드 B폴리이미드 C폴리이미드 D폴리이미드 E폴리
이미드 E폴리이미드 F폴리이미드 F폴리이미드 F폴리이미드 F

80808052600
6004080

2.01.91.81.51.2
1.00.90.80.70.4

100100100000
0000

비교예 은 페이스트 1.7 100

(은페이스트는 일본 히다찌 화성 공업 주식회사제, 상품명 에피널을 사용했음.)

흡수율 측정 방법은 다음과 같다.

50mm×50㎜ 크기의 필름을 샘플로 하고, 샘플을 진공 건조기 속에서 120℃, 3시간 건조시켜 데시케이터(desiccato
r) 속에서 방냉(放冷) 후, 건조 중량을 측정하여 M1으로 한다. 샘플을 증류수에 실온에서 24시간 동안 담근 후 꺼내어, 
샘플 표면을 여과지로 닦아내고, 재빠르게 칭량하여 M2로 한다.

[(M2-M1)/(M1/d)]×100 = 흡수율(vol%)

로 하여, 흡수율을 산출하였다. d는 필름형 유기 다이본딩재의 밀도이다.

< 실시예 2

표 2에 도시한 폴리이미드 100g 및 에폭시 수지 10g에, 유기 용매 280g을 더해 용해시킨다. 여기에, 은분말을 소정량 
더해 잘 섞고, 균일하게 분산시켜, 도공용 니스로 한다.

이 도공 니스를 캐리어 필름(OPP 필름: 이축 연장 폴리 프로필렌)상에 도공하고, 열풍 순환식 건조기안에서 가열하여 
용매를 휘발 건조시켜 표 2에 도시한 조성, 포화 흡습율의 필름형 유기 다이본딩재를 제조하였다.

    
리드 프레임의 터브 위에, 표 2의 필름형 유기 다이본딩재를 160℃에서 가열 접착시키고, 필름형 유기 다이본딩재를 
접착한 리드 프레임에, No.1∼6 및 비교예에서는, 온도 300℃, 압력 12.5 gf/㎟, 시간 5초로, No.7∼10에서는, 온도 
230℃, 압력 0.6 gf/㎟, 시간 1초로, 반도체 소자를 장착하여, 와이어 본딩을 행하고, 밀봉재(일본 히다찌 화성 공업 주
식회사제, 상품명 CEL-9000)에 의해 몰드하여, 반도체 장치를 제조하였다(QFP 패키지 14mm×20mm×1.4㎜, 칩 
사이즈 8mm×10㎜, 42 얼로이 리드 프레임).
    

밀봉 후의 반도체 장치를 85℃, 85% RH의 항온 항습기속에서 168시간 처리한 후, IR 리플로우로에서 240℃로 10초
간 가열한다.

그 후, 반도체 장치를 폴리에스테르 수지로 주형하고, 다이아몬드 커터로 절단한 단면을 현미경으로 관찰하여 다음식에 
의해 리플로우 크랙 발생율(%)을 측정하여, 내 리플로우 크랙성을 평가하였다.
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(리플로우 크랙의 발생수/시험수)×100 = 리플로우 크랙 발생율(%)

평가 결과를 표 2에 나타낸다.

[표 2]
no. 필름의 조성 포화 흡습율(%) 리플로우 크랙 발

생율(%)폴리이미드 Ag 함량(wt%)
1234567
8910

폴리이미드 A폴리이미드 B폴리이미드 C폴리이미드 D폴리이미드 D폴리
이미드 D폴리이미드 F폴리이미드 F폴리이미드 F폴리이미드 F

80808080604
00605240

1.71.51.41.00.80.
60.50.40.30.2

10010010000
00000

비교예 은 페이스트 1.2 100

(은페이스트는 일본 히다찌 화성 공업 주식회사제, 상품명 에피널을 사용했음.)

포화 흡습율 측정 방법은 다음과 같다.

직경 100㎜의 원형 필름형 유기 다이본딩재를 샘플로 하고, 샘플을 진공 건조기속에서 120℃로 3시간 동안 건조시켜 
데시케이터속에서 방냉 후, 건조 중량을 측정하여 M1으로 한다. 샘플을 85℃, 85% RH의 항온 항습조속에서 흡습하고
나서 꺼내어, 재빠르게 칭량해서 칭량치가 일정해졌을 때, 그 중량을 M2로 한다.

[(M2-M1)/(M1/d)]×100 = 포화 흡습율(vol%)

로서, 포화 흡습율을 산출하였다. d는 필름형 유기 다이본딩재의 밀도이다.

< 실시예 3

폴리이미드 F 100g 및 에폭시 수지 10g에, 용매로서 디메틸 아세트아미드 140g, 시클로헥사논 140g을 더해 용해시킨
다. 여기에, 은분말 74g을 더해 잘 섞고, 균일하게 분산시켜, 도공용 니스로 한다.

이 도공 니스를 캐리어 필름(OPP 필름:이축 연장 폴리 프로필렌)상에 도공하고, 열풍 순환식 건조기안에서 80℃ 내지 
120℃의 온도로 가열하여, 용매를 휘발 건조시켜 표 3에 도시한 잔존 휘발분의 다이본딩 필름을 제조하였다. 단, 120
℃보다 건조 온도가 높은 경우에는 OPP 필름 상에서 80℃, 30분 건조시킨 후, 필름형 유기 다이본딩재를 OPP 필름으
로부터 박리하고, 이것을 철제 프레임에 끼워 고정시키고나서, 건조기 속에서 다시 가열하여 건조시켰다.

리드 프레임의 터브 위에, 표 3의 필름형 유기 다이본딩재를 160℃에서 가열 접착시키고, 필름형 유기 다이본딩재를 
접착한 리드 프레임에, 온도 230℃, 압력 0.6 gf/㎟, 시간 1초로 반도체 소자를 장착하여, 와이어 본딩을 행하고, 밀봉
재(일본 히다찌 화성 공업 주식회사제, 상품명 CEL-9000)에 의해 몰드하여, 반도체 장치를 제조하였다(QFP 패키지 
14mm×20mm×1.4㎜, 칩 사이즈 8mm×10㎜, 42 얼로이 리드 프레임).

밀봉 후의 반도체 장치를 85℃, 85% RH의 항온 항습기속에서 168시간 처리한 후, IR 리플로우로에서 240℃로 10초
간 가열한다.

그 후, 반도체 장치를 폴리에스테르 수지로 주형하고, 다이아몬드 커터로 절단한 단면을 현미경으로 관찰하여, 다음식
에 의해 리플로우 크랙 발생율(%)을 측정하여, 내 리플로우 크랙성을 평가하였다.

(리플로우 크랙의 발생수/시험수)×100 = 리플로우 크랙 발생율(%)

평가 결과를 표 3에 나타낸다.
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[표 3]
no. 건조 온도(℃) 건조 시간(분) 잔존 휘발분(wt%) 필름중의 보이드 리플로우 크랙 발

생율(%)
12345678
91011

80100100100100120120
140160140160

302410301075
10106030

6.54.94.23.83.53.02.2
2.01.51.20.7

있음있음있음있음있음없음없음
없음없음없음없음

100100100806
0000000

비교예 은 페이스트 15.0 있음 100

(은페이스트는 일본 히다찌 화성 공업 주식회사제, 상품명 에피널을 사용했음.)

잔존 휘발분 측정 방법은 다음과 같다.

50mm×50㎜ 크기의 필름형 유기 다이본딩재를 샘플로 하고, 샘플의 중량을 측정하여 M1으로 하고, 샘플을 열풍 순환 
항온조속에서 200℃로 2시간 동안 가열한 후, 칭량하여 M2로 하고,

[(M2-M1)/M1]×100 = 잔존 휘발분(wt%)

으로서, 잔존 휘발분을 산출하였다.

< 실시예 4

폴리이미드 D 100g 및 에폭시 수지 10g에, 용매로서 디메틸아세트아미드 140g, 시클로헥사논 140g을 더해 용해시킨
다. 여기에, 은분말 74g을 더해 잘 섞고, 균일하게 분산시켜, 도공용 니스로 한다.

이 도공 니스를 캐리어 필름(OPP 필름: 이축 연장 폴리 프로필렌)상에 도공하고, 열풍 순환식 건조기안에서 80℃ 내지 
120℃의 온도로 가열하여, 용매를 휘발 건조시켜 표 5에 도시한 보이드 체적율의 다이본딩 필름을 제조하였다.

단, 120℃보다 건조 온도가 높은 경우에는, OPP 필름상에서 80℃로 30분간 건조시킨 후, 필름형 유기 다이본딩재를 
OPP 필름으로부터 박리하고, 이것을 철제 프레임에 끼워 고정시키고나서, 건조기속에서 다시 가열하여 건조시켰다.

여기서, 보이드 체적율이란, 반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 단계에서 다이본딩재내 및 다이본딩재와 지지 부재
의 계면에 존재하는 보이드의 보이드 체적율이다.

리드 프레임의 터브 위에, 표 4의 필름형 유기 다이본딩재를 160℃로 가열 접착시키고, 필름형 유기 다이본딩재를 접
착한 리드 프레임에, 온도 300℃, 압력 12.5 gf/㎟, 시간 5초로, 반도체 소자를 장착하여, 와이어본딩을 행하고, 밀봉재
(일본 히다찌 화성 공업 주식회사제, 상품명 CEL-9000)에 의해 몰드하여, 반도체 장치를 제조하였다(QFP 패키지 1
4mm×20mm×1.4㎜, 칩 사이즈 8mm×10㎜, 42 얼로이 리드 프레임).

밀봉 후의 반도체 장치를 85℃, 85% RH의 항온 항습기속에서 168시간 처리한 후, IR 리플로우로에서 240℃로 10초
간 가열한다.

그 후, 반도체 장치를 폴리에스테르 수지로 주형하고, 다이아몬드 커터로 절단한 단면을 현미경으로 관찰하여, 다음식
에 의해 리플로우 크랙 발생율(%)을 측정하여, 내 리플로우 크랙성을 평가하였다.

(리플로우 크랙의 발생수/시험수)×100 = 리플로우 크랙 발생율(%)

평가 결과를 표 4에 나타낸다.
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[표 4]
no. 건조 온도(℃) 건조 시간(분) 보이드의 체적율(%) 리플로우 크랙 발생율(%)
1234567 80100100120120140160 3021010751030 30221710750 100100800000
비교예 은 페이스트 40 100

(은페이스트는 일본 히다찌 화성 공업 주식회사제, 상품명 에피널을 사용했음.)

보이드 체적율 측정 방법은 다음과 같다.

리드 프레임과 실리콘 칩을 필름형 유기 다이본딩재에 의해 접착하고, 샘플을 작성하여, 연(軟) X선 장치를 이용해서 
샘플 상면으로부터 관찰한 화상을 사진 촬영하였다. 사진의 보이드의 면적율을 화상 해석 장치에 의해 측정하고, 상면
으로부터 투시한 보이드의 면적율 = 보이드의 체적율(%)로 하였다.

< 실시예 5

표 5에 나타낸 폴리이미드 100g 및 에폭시 수지 10g에, 유기 용매 280g을 더해 용해시킨다. 여기에, 은분말을 소정량 
더해 잘 섞고, 균일하게 분산시켜, 도공용 니스로 한다.

이 도공 니스를 캐리어 필름(OPP 필름; 이축 연장 폴리 프로필렌)상에 도공하고, 열풍 순환식 건조기안에서 가열하여 
용매를 휘발 건조시켜 표 5에 나타낸 조성, 필 강도의 필름형 유기 다이본딩재를 제조하였다.

여기서 필 강도는, 반도체 소자를 지지 부재에 필름형 유기 다이본딩재를 통해 접착시킨 단계에서의 필름형 유기 다이
본딩재의 필 강도이다.

    
리드 프레임의 터브 위에, 표 5의 필름형 유기 다이본딩재를 160℃에서 가열 접착시키고, 필름형 유기 다이본딩재를 
접착한 리드 프레임에, No.1∼5에 대해서는 온도 300℃, 압력 12.5 gf/㎟, 시간 5초로, No.6∼10에 대해서는 온도 2
30℃, 압력 0.6 gf/㎟, 시간 1초로, 반도체 소자를 장착하여, 와이어 본딩을 행하고, 밀봉재(일본 히다찌 화성 공업 주
식회사제, 상품명 CEL-9000)로 몰드하여, 반도체 장치를 제조하였다(QFP 패키지 14mm×20mm×1.4㎜, 칩 사이즈 
8mm×10㎜, 42 얼로이 리드 프레임).
    

밀봉 후의 반도체 장치를 85℃, 85% RH의 항온 항습기속에서 168시간 처리한 후, IR 리플로우로에서 240℃로 10초
간 가열한다.

그 후, 반도체 장치를 폴리에스테르 수지로 주형하고, 다이아몬드 커터로 절단한 단면을 현미경으로 관찰하여, 다음식
에 의해 리플로우 크랙 발생율(%)을 측정하여, 내 리플로우 크랙성을 평가하였다.

(리플로우 크랙의 발생수/시험수)×100 = 리플로우 크랙 발생율(%)

평가 결과를 표 5에 나타낸다.
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[표 5]
no. 필름의 조성폴리이미드 Ag 함량(wt%) 필 강도(kgf/5×5㎜ 칩) 리플로우 크랙발생율

(%)
12345678910 폴리이미드 B 80폴리이미드 C 80폴리이미드 A 80폴리이미드 D 80폴리

이미드 F 80폴리이미드 F 0폴리이미드 F 30폴리이미드 F 20폴리이미드 
F 40폴리이미드 F 52

0.20.30.40.50.70.81.
01.5 2.0 2.0

100100800000000

필 강도 측정 방법

    
리드 프레임의 터브 표면등의 반도체 소자를 지지하는 지지 부재에, 5mm×5㎜ 크기의 실리콘 칩(시험 칩)을 필름형 
유기 다이본딩재를 끼워 접착한 것을, 240℃의 열반 위에 20초 동안 유지하고, 도 2에 도시한 바와 같이 푸시풀 게이지
를 이용하여, 시험 속도 0.5 ㎜/분으로 필 강도를 측정하였다. 도 2에서, 도면 부호 21은 반도체 소자, 22는 필름형 유
기 다이본딩재, 23은 리드 프레임, 24는 푸시풀 게이지, 25는 열반이다. 또한, 이 경우는 240℃로 20초 동안 유지하여 
측정하였지만, 반도체 장치의 사용 목적에 따라 반도체 장치를 실장하는 온도가 다른 경우에는, 그 반도체 장치 실장 온
도로 유지하여 측정한다.
    

< 실시예 6

폴리이미드 E 100g 및 에폭시 수지 10g에, 유기 용매 280g을 더해 용해시킨다. 여기에, 은분말을 소정량 더해 잘 섞고, 
균일하게 분산시켜, 도공용 니스로 한다.

이 도공 니스를 캐리어 필름(OPP 필름; 이축 연장 폴리 프로필렌)상에 도공하고, 열풍 순환식 건조기안에서 가열하여 
용매를 휘발 건조시켜 필름형 유기 다이본딩재를 제조하였다.

리드 프레임의 터브 위에, 표 6의 크기의 필름형 유기 다이본딩재를 160℃에서 가열 접착시키고, 필름형 유기 다이본
딩재를 접착한 리드 프레임에, 온도 300℃, 압력 12.5 gf/㎟, 시간 5초로, 반도체 소자를 장착하여, 와이어본딩을 행하
고, 밀봉재(일본 히다찌 화성 공업 주식회사제, 상품명 CEL-9000)로 몰드하여, 반도체 장치를 제조하였다(QFP 패키
지 14mm×20mm×1.4㎜, 칩 사이즈 8mm×10㎜, 42 얼로이 리드 프레임).

밀봉 후의 반도체 장치를 85℃, 85% RH의 항온 항습기속에서 168시간 처리한 후, IR 리플로우로에서 240℃로 10초
간 가열한다.

그 후, 반도체 장치를 폴리에스테르 수지로 주형하고, 다이아몬드 커터로 절단한 단면을 현미경으로 관찰하여, 다음식
에 의해 리플로우 크랙 발생율(%)을 측정하여, 내 리플로우 크랙성을 평가하였다.

(리플로우 크랙의 발생수/시험수)×100 = 리플로우 크랙 발생율(%)

평가 결과를 표 6에 나타낸다.
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[표 6]
no. 필름의 사이즈㎜×㎜ 필름의면적㎟ 칩 사이즈㎜×㎜ 칩 면적㎟ 비어져나옴 리플로우 크

랙 발생율(%)
1234567
8910111
21314

11×1310×129×119×10
8×118×108×97×108×9
6×85×74×63×52×4

1431209990
8880727072
483524158

8×108×108×108×108×10
8×108×108×108×108×10
8×108×108×108×10

808080808
080808080
808080808
0

있음있음있음있음있
음없음없음없음없음
없음없음없음없음없
음

100100100
706000000
0000

< 실시예 7

폴리이미드 F 100g 및 에폭시 수지 10g에, 유기 용매 280g을 더해 용해시킨다. 여기에, 은분말을 소정량 더해 잘 섞고, 
균일하게 분산시켜, 도공용 니스로 한다.

이 도공 니스를 캐리어 필름(OPP 필름; 이축 연장 폴리프로필렌)상에 도공하고, 열풍 순환식 건조기안에서 가열하여 
용매를 휘발 건조시켜 필름형 유기 다이본딩재를 제조하였다.

리드 프레임의 터브 위에, 표 7의 250℃에서의 탄성율의 필름형 유기 다이본딩재를 160℃에서 가열 접착시키고, 필름
형 유기 다이본딩재를 접착한 리드 프레임에, 표 7의 다이본딩 조건에서 반도체 소자를 장착한 바, 표 7의 필 강도를 얻
었다.

[표 7]
no. 필름 조성 필름 탄성율(MPa) 다이본드 조건 필 강도(kgf/5mm×5㎜ 칩)
폴리이미드 AG 함량 (wt%) 온도(℃) 압력(gf/㎟)

123 폴리이미드 F폴리이미드 F폴리이미드 
F

60400 1021 230230230 2.02.02.0 2.0 2.00.8

필름 탄성율(㎫) 측정법

일본 동양 정기 주식회사제 레오로그래프솔리드 S형을 이용하여, 온도 상승 속도 5℃/min, 주파수 10Hz로, 동적 점탄
성을 측정하여 250℃에서의 저장 탄성율 E'를 탄성율로 했다.

필 강도 측정법은 실시예 5와 동일하다.

    발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 필름형 유기 다이본딩재를 사용하면 리플로우 크랙이 발생하지 않으며, 신뢰성이 우
수한 반도체 장치를 제공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

삭제

청구항 2.

지지 부재, 반도체 소자, 상기 지지 부재에 상기 반도체 소자를 접착시키는 다이본딩재, 및 상기 반도체 소자를 밀봉하
는 수지 밀봉 부재를 포함하는 반도체 장치에 있어서,
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상기 다이본딩재는 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의, 유기물을 포함하는 필름이고, 포화 흡습율이 1.0 체적% 이하
인 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 3.

지지 부재, 반도체 소자, 상기 지지 부재에 상기 반도체 소자를 접착시키는 다이본딩재, 및 상기 반도체 소자를 밀봉하
는 수지 밀봉 부재를 포함하는 반도체 장치에 있어서,

상기 다이본딩재는 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의, 유기물을 포함하는 필름이고, 잔존 휘발분이 3.0 중량% 이하
인 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 4.

제2항 또는 제3항에 있어서,

상기 반도체 소자를 상기 지지 부재에 접착시키는 단계에서, 상기 다이본딩재가 상기 반도체 소자와 상기 지지 부재의 
사이로부터 밀려 나오지 않는 필름인 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 5.

제2항 또는 제3항에 있어서,

상기 다이본딩재는 단일층 구조인 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 6.

제2항 또는 제3항에 있어서,

상기 다이본딩재는 자기 지지성(自己 支持性)이 있는 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 7.

지지 부재, 반도체 소자, 상기 지지 부재에 상기 반도체 소자를 접착시키는 다이본딩재, 및 상기 반도체 소자를 밀봉하
는 수지 밀봉 부재를 포함하는 반도체 장치에 있어서,

상기 다이본딩재는 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의, 유기물을 포함하는 필름이고, 흡수율이 1.5 체적% 이하인 것
을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 8.

삭제

청구항 9.

반도체 소자를 지지 부재에 접착시키고, 상기 반도체 소자를 수지에 의해 밀봉하는 반도체 장치의 제조 방법에 있어서,

상기 접착은, 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의, 유기물을 포함하는 필름형 다이본딩재에 의해 행하여지고,

상기 다이본딩재는, 포화 흡습율이 1.0 체적% 이하인 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 제조 방법.
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청구항 10.

반도체 소자를 지지 부재에 접착시키고, 상기 반도체 소자를 수지에 의해 밀봉하는 반도체 장치의 제조 방법에 있어서,

상기 접착은, 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의, 유기물을 포함하는 필름형 다이본딩재에 의해 행하여지고,

상기 다이본딩재는, 잔존 휘발분이 3.0 중량% 이하인 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 제조 방법.

청구항 11.

제9항 또는 제10항에 있어서,

상기 반도체 소자를 상기 지지 부재에 접착시키는 단계에서, 상기 다이본딩재가 상기 반도체 소자와 상기 지지 부재와
의 사이로부터 밀려 나오지 않는 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 제조 방법.

청구항 12.

제9항 또는 제10항에 있어서,

상기 필름형 다이본딩재에, 상기 반도체 소자를 탑재하고, 온도 100∼250℃, 시간 0.1∼ 20초, 압력 0.1∼30gf/㎟로, 
상기 반도체 소자를 상기 필름형 다이본딩재에 접착시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 제조 방
법.

청구항 13.

제9항 또는 제10항에 있어서,

상기 다이본딩재는 단일층 구조인 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 제조 방법.

청구항 14.

제9항 또는 제10항에 있어서,

상기 다이본딩재는 자기 지지성이 있는 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 제조 방법.

청구항 15.

제9항 또는 제10항에 있어서,

상기 다이본딩재는, 흡수율이 1.5 체적% 이하인 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 제조 방법.

청구항 16.

반도체 소자를 지지 부재에 접착시키고, 상기 반도체 소자를 수지에 의해 밀봉하는 반도체 장치의 제조 방법에 있어서,

상기 접착은, 유기물을 포함하는 필름형 다이본딩재에 의해 행해지고,

상기 필름형 다이본딩재에 상기 반도체 소자를 탑재하고 온도 100∼250℃, 시간 0.1∼ 20초, 압력 0.1∼30 gf/㎟로, 
상기 반도체 소자를 상기 필름형 다이본딩재에 접착시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 제조 방
법.
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청구항 17.

삭제

청구항 18.

반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 반도체 장치의 제조 방법에 사용되는 다이본딩재에 있어서,

상기 다이본딩재는 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의, 유기물을 포함하는 필름이고, 흡수율이 1.5 체적% 이하인 것
을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 19.

반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 반도체 장치의 제조 방법에 사용되는 다이본딩재에 있어서,

상기 다이본딩재는 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의, 유기물을 포함하는 필름이고, 포화 흡습율이 1.0 체적% 이하
인 것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 20.

반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 반도체 장치의 제조 방법에 사용되는 다이본딩재에 있어서,

상기 다이본딩재는 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하의, 유기물을 포함하는 필름이고, 잔존 휘발분이 3.0 중량% 이하
인 것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 21.

제18항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 반도체 소자를 상기 지지 부재에 접착시키는 단계에서, 상기 다이본딩재가 상기 반도체 소자와 상기 지지 부재의 
사이로부터 밀려 나오지 않는 필름인 것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 22.

반도체 소자를 지지 부재에 접착시키는 반도체 장치의 제조 방법에 사용되는 다이본딩재에 있어서,

상기 접착은, 유기물을 포함하는 필름형 다이본딩재에 의해 행해지고,

상기 필름형 다이본딩재에 상기 반도체 소자를 탑재하고 온도 100∼250℃, 시간 0.1∼20초, 압력 0.1∼30 gf/㎟로, 
상기 반도체 소자를 상기 필름형 다이본딩재에 접착가능한 것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 23.

제22항에 있어서,

상기 다이본딩재는 250℃에서의 탄성율이 10 ㎫ 이하인 것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 24.

제22항에 있어서,
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상기 다이본딩재는 흡수율이 1.5 체적% 이하인 것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 25.

제22항에 있어서,

상기 다이본딩재는 포화 흡습율이 1.0 체적% 이하인 것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 26.

제22항에 있어서,

상기 다이본딩재는 잔존 휘발분이 3.0 중량% 이하인 것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 27.

제18항 내지 제20항 및 제22항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 다이본딩재는 단일층 구조인 것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 28.

제18항 내지 제20항 및 제22항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 다이본딩재는 자기 지지성이 있는 것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 29.

지지 부재, 반도체 소자 및 상기 지지 부재에 상기 반도체 소자를 접착시키는 다이본딩재를 포함하는 반도체 장치에 있
어서,

상기 다이본딩재는 잔존 휘발분이 3.0 중량% 이하의, 유기물을 포함하는 필름이고, 포화 흡습율이 1.0 체적% 이하인 
것을 특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 30.

지지 부재, 반도체 소자 및 상기 지지 부재에 상기 반도체 소자를 접착시키는 다이본딩재를 포함하는 반도체 장치에 있
어서,

상기 다이본딩재는 잔존 휘발분이 3.0 중량% 이하의, 유기물을 포함하는 필름이고, 흡수율이 1.5 체적% 이하인 것을 
특징으로 하는 다이본딩재.

청구항 31.

제29항 또는 제30항에 있어서,

상기 반도체 소자를 상기 지지 부재에 접착시키는 단계에서, 상기 다이본딩재가 상기 반도체 소자와 상기 지지 부재의 
사이로부터 밀려 나오지 않는 필름인 것을 특징으로 하는 다이본딩재.
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도면 3
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